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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の半導体チップを第１の樹脂で封止する工程と、
　前記第１の樹脂で封止された前記第１の半導体チップにバーンイン試験を行う工程と、
　前記バーンイン試験により良品と判断された前記第１の半導体チップを基板上に搭載す
る工程と、
　前記基板上に搭載された前記第１の半導体チップの上方に、ベアチップである第２の半
導体チップを積層する工程と、
　前記基板上に搭載された前記第１のチップと前記第２の半導体チップを第２の樹脂によ
り封止する工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記バーンイン試験後の前記第１の半導体チップに初期不良が無い場合に、前記第１の
半導体チップを前記基板上に搭載することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１または２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の樹脂の熱膨張率と、前記第２の樹脂の熱膨張率が同一であることを特徴とす
る半導体装置の製造方法。
【請求項４】
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　請求項１または２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の樹脂の材料と前記第２の樹脂の材料が同一であることを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は半導体装置の製造方法に係り、特に複数の半導体チップを一つのパッケージ内
に内設したＭＣＰ(Multi　Chip　Package)構造を有した半導体装置の製造方法に関する。
【０００２】
現在、移動携帯端末に代表される小型電子機器類は小型化の一途を辿っており、それに伴
いこれらの機器に内蔵される部品等も小型化している。
【０００３】
従って、これらの機器の主要部品である半導体装置の実装面積削減の為、複数の半導体チ
ップを一つのパッケージ内に集約的に配設するMCP構造の半導体装置が注目されるように
なってきている。
【０００４】
【従来の技術】
図１及び図２は、従来のＭＣＰ構造の半導体装置の一例を示している。図１に示す半導体
装置１Ａは、複数（同図に示す例では２個）の半導体チップ３，４を積層した構成とされ
ている。即ち、基板２の上部に先ず第１の半導体チップ３が配設され、この第１の半導体
チップ３の上部に第２の半導体チップ４が積み上げられた構成とされている（このタイプ
のＭＣＰをスタックタイプという）。
【０００５】
この第１及び第２の半導体チップ３，４は、ワイヤ５を用いて基板２と電気的に接続され
ている。また、基板２の上部には封止樹脂６がモールドされており、各半導体チップ３，
４及びワイヤ５はこの封止樹脂６により保護されている。更に、基板２の下面には外部接
続端子となる半田ボール７が配設されている。この半田ボール７は、基板２に形成された
配線及びスルーホールを介してワイヤ５と接続されている。
【０００６】
また、図２に示す半導体装置１Ｂは、複数（同図に示す例では２個）の半導体チップ３，
４を基板２上に水平方向に並んで配設した構成とされている（このタイプのＭＣＰをプレ
ーンタイプという）。第１及び第２の半導体チップ３，４は、ワイヤ５を用いて基板２と
電気的に接続されている。また、基板２の上部には封止樹脂６がモールドされており、各
半導体チップ３，４及びワイヤ５はこの封止樹脂６により保護されている。更に、基板２
の下面には外部接続端子となる半田ボール７が配設されている。この半田ボール７は、基
板２に形成された配線及びスルーホールを介してワイヤ５と接続されている。
【０００７】
ところで、上記のＭＣＰ構造の半導体装置１Ａ，１Ｂに搭載する半導体チップ３，４は、
一般に試験済みの良品チップのみを使用して製品化する。しかし使用しようとする半導体
チップ３，４が開発初期段階である場合、或いは半導体チップそのものに技術的な問題等
のある場合においては、通常の試験工程のみでは半導体装置の信頼性が確保できない。例
えば、DRAMセルコア技術使用のメモリなどである。このような場合、通常試験工程に加え
、半導体チップの初期不良品を除去するためのバーンイン（ＢＩ）と呼ばれる加熱による
加速試験が必要となる。
【０００８】
図３及び図４は、従来のＭＣＰ構造の半導体装置１Ａ，１Ｂの製造工程を説明するための
図である。図３は半導体装置１Ａ，１Ｂの製造工程図であり、図４は各製造工程の処理を
示す概略図である。
【０００９】
ステップ１０Ａ～１２Ａ（図では、ステップをＳと略称している）は、第１の半導体チッ
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プ３を製造する工程である。また、ステップ１０Ｂ～１２Ｂは、第２の半導体チップ４を
製造する工程である。各半導体チップ３，４を製造するには、まず各半導体チップ３，４
が形成されたウェハを各々作製する（ステップ１０Ａ，１０Ｂ）。続いて、このウェハを
個々の半導体チップ３，４に個片化するためダイシングを行ない（ステップ１１Ａ，１１
Ｂ）、これにより第１及び第２の半導体チップ３，４が製造される（ステップ１２Ａ，１
２Ｂ）。
【００１０】
バーンインが必要な第１の半導体チップ３と、バーンインが不要な第２の半導体チップ４
がそれぞれ製造されると、続いて第１及び第２の半導体チップ３，４は、基板２上に搭載
される（ステップ１３）。この際、図１に示した半導体装置１Ａでは第１及び第２の半導
体チップ３，４はスタックされ、また図２に示した半導体装置１Ｂでは、第１及び第２の
半導体チップ３，４は基板２上に並んだ状態に搭載される。
【００１１】
続いて、各半導体チップ３，４と基板２との間でワイヤ５がボンディングされ（ステップ
１４）、その後にこの基板２には樹脂封止が行なわれ、封止樹脂６が形成される（ステッ
プ１５）。続いて、このように封止樹脂６が配設された基板２を個々の半導体装置１Ａ，
１Ｂにダイシングにより個片化し（ステップ１６）、これにより半導体装置１Ａ，１Ｂが
製造される（ステップ１７）。
【００１２】
上記のように、複数の半導体チップ３，４が配設されたＭＣＰ構造の半導体装置１Ａ，１
Ｂでは、１つの半導体装置１Ａ，１Ｂにバーンインが必要な半導体チップ３と、バーンイ
ンが不要な半導体チップ４とが混在して搭載される場合がある。
【００１３】
このような半導体装置１Ａ，１Ｂの信頼性を保証するためには、バーンインが必要な半導
体チップ３に対してバーンインを行なう必要がある。従って、バーンインが必要な半導体
チップ３と、バーンインが不要な半導体チップ４とが混在した半導体装置１Ａ，１Ｂでは
、第１の半導体チップ３の初期不良品を除去するためにバーンインが実施される（ステッ
プ１８）。そして、バーンインの結果を評価し、第１の半導体チップ３に処理不良が発生
していた場合には、当該第１の半導体チップ３が配設された半導体装置を除去する。
【００１４】
続いて、電気的特性試験，外観試験等の最終評価試験が実施され（ステップ２０）、不良
品が存在していた場合にはこれを除去する（ステップ２１）。そして、以上の各工程を実
施することにより、半導体装置が完成する。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のように第１の半導体チップ３と第２の半導体チップ４を基板２上に
配設し、これを封止樹脂６により封止した構成の半導体装置１Ａでは、第１の半導体チッ
プ３に対してバーンインを行なうことにより、バーンインが不要な第２の半導体チップ４
に対しても熱が印加されてしまう。このため、バーンイン時に、バーンインが不要な第２
の半導体チップ４が劣化或いは破壊されてしまうおそれがある。
【００１６】
この問題点を回避する手段として、バーンインを必要とする第１の半導体チップ３を、半
導体装置１Ａ，１Ｂに搭載する前の状態、即ちウェハ状態でバーンインする方法（ウェー
ハレベル・バーンイン）も考えられている。しかしなから、この方法を用いる場合でも、
各半導体チップ内にウェーハレベル・バーンイン用の回路を組み込む必要があること、ま
た大規模なウェーハレベル・バーンイン装置が必要となること、及びスループットが低い
等の問題が新たに生じ、ウェーハレベル・バーンインも実際上は困難である。
【００１７】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、バーンインの不要な半導体チップの損
傷を防止しつつ、バーンインが必要な半導体チップの初期信頼性を確保しうる半導体装置
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の製造方法を提供することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために本発明では、次に述べる各手段を講じたことを特徴とするも
のである。
【００１９】
　請求項１記載の発明に係る半導体装置の製造方法は、
　第１の半導体チップを第１の樹脂で封止する工程と、
　前記第１の樹脂で封止された前記第１の半導体チップにバーンイン試験を行う工程と、
　前記バーンイン試験により良品と判断された前記第１の半導体チップを基板上に搭載す
る工程と、
　前記基板上に搭載された前記第１の半導体チップの上方に、ベアチップである第２の半
導体チップを積層する工程と、
　前記基板上に搭載された前記第１のチップと前記第２の半導体チップを第２の樹脂によ
り封止する工程とを含むことを特徴とするものである。
　また、請求項２記載の発明は、
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記バーンイン試験後の前記第１の半導体チップに初期不良が無い場合に、前記第１の
半導体チップを前記基板上に搭載することを特徴とするものである。
　また、請求項３記載の発明は、
　請求項１または２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の樹脂の熱膨張率と、前記第２の樹脂の熱膨張率が同一であることを特徴とす
るものである。
　また、請求項４記載の発明は、
　請求項１または２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の樹脂の材料と前記第２の樹脂の材料が同一であることを特徴とするものであ
る。
【００３７】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面と共に説明する。
図５乃至図７は、本発明の第１実施例である半導体装置２０Ａ及びその製造方法を説明す
るための図である。図５は半導体装置２０Ａの製造工程図であり、図６及び図７は各製造
工程の処理を示す概略図である。
【００３８】
図７（Ｃ）及び図７（Ｄ）は、半導体装置２０Ａを示している。各図に示す半導体装置２
０Ａは、基板１４上に半導体パッケージ１０Ａと半導体チップ１３，１５を積層し、これ
を封止樹脂１７により樹脂封止したＭＣＰ構造とされている。
【００３９】
半導体パッケージ１０Ａは、後述するように第１の半導体チップ１１を樹脂パッケージ２
７により封止したものである。本実施例では、半導体パッケージ１０Ａとしてチップサイ
ズパッケージ（ＣＳＰ）を用いており、基板１４に電気的に接続された構成とされている
。
【００４０】
また、第２及び第３の半導体チップ１３，１５は、この半導体パッケージ１０Ａの上面に
積層させた構成とされている。各半導体チップ１３，１５と基板１４は、ワイヤ１６によ
り接続された構成とされている。また、基板１４の下面には、外部接続端子となる半田ボ
ール１９が配設されている。この半田ボール１９は、基板１４,ワイヤ１６等を介して半
導体パッケージ１０Ａ及び各半導体チップ１３，１５と電気的接続されている。
【００４１】
続いて、上記構成とされた半導体装置２０Ａの製造方法について説明する。
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半導体装置２０Ａに搭載される半導体チップは、半導体パッケージ１０Ａに封止される第
１の半導体チップ１１がバーンインを必要とし、ベアチップ状態で搭載される第２及び第
３の半導体チップ１３，１５はバーンインを必要としない半導体チップとしている。そし
て、本実施例ではバーンインを必要とする第１の半導体チップ１１を、基板１４に実装す
る前に樹脂パッケージ２７に封止し、この樹脂パッケージ２７に封止された状態の第１の
半導体チップ１１に対してバーンインを行なうことを特徴としている。
尚、以下の説明において、半導体パッケージ１０（良品半導体パッケージ１０Ａ,不良半
導体パッケージ１０Ｂを含む）とは、第１の半導体チップ１１を樹脂パッケージ２７によ
り封止したものをいう。
【００４２】
ステップ３０～３２は、半導体パッケージ１０Ａを製造する工程である。半導体パッケー
ジ１０Ａを製造するには、まず第１の半導体チップ１１が形成されたウェハを作製する。
続いて、このウェハを個々の第１の半導体チップ１１に個片化するためダイシングを行な
う。これにより、第１の半導体チップ１１が製造される。
【００４３】
本実施例では、このように製造された第１の半導体チップ１１を、ベアチップ状態で半導
体装置２０Ａに直接搭載するのではなく、樹脂パッケージ２７に封止して半導体パッケー
ジ１０Ａを用意したうえで半導体装置２０Ａに搭載することを特徴としている。例えば、
ベアチップ状の第１の半導体チップ１１に半田ボール１８を形成し、その後に樹脂封止を
実施することにより樹脂パッケージ２７を形成する。これにより、図６（Ａ）に示すよう
なＣＳＰタイプの半導体パッケージ１０を製造する。
この際、ウェハ状態の第１の半導体チップ１１に対して樹脂パッケージ２７を形成し、そ
の後にダイシングを行なうことによりＣＳＰタイプの半導体パッケージ１０を製造する方
法を用いてもよい（ステップ３０）。或いは、樹脂パッケージに封止された、図６（Ａ）
に示すようなＣＳＰタイプの市販の半導体パッケージを他社より購入してもよい。
【００４４】
上記のように半導体パッケージ１０が用意されると、続いて半導体パッケージ１０に対し
てバーンインが実施される（ステップ３１）。このバーンインはスクリーニング試験の一
つとして実施されるものであり、所定のサイクルで加熱と冷却を繰り返して実施すること
により、不良品の半導体チップ１１に初期不良を発生させる。
【００４５】
そして、バーンインが終了した半導体パッケージ１０に対し評価を行ない、図６（Ａ）に
示すように、半導体パッケージ１０を良品半導体パッケージ１０Ａと不良半導体パッケー
ジ１０Ｂとを区別する（ステップ３２）。良品半導体パッケージ１０Ａは後述するように
半導体装置２０Ａに搭載されるが、不良半導体パッケージ１０Ｂはこのステップ３２にお
いて除去される。よって、以降の工程では、良品半導体パッケージ１０Ａのみが使用され
る。
【００４６】
一方、バーインが不要な第２及び第３の半導体チップ１３,１５は、従来と同様に製造さ
れる。即ち、第２の半導体チップ１３が形成されたウェハ、及び第３の半導体チップ１５
が形成されたウェハを作成し（ステップ３３）、続いて図６（Ｂ）に示すように、この各
ウェハを個々の第２及び第３の半導体チップ１３，１５に個片化するためダイシングを行
なう（ステップ３４）。これにより、第２及び第３の半導体チップ１３，１５が製造され
る（ステップ３５）。
【００４７】
尚、請求項に記載の「試験を必要としない第２の半導体チップ」とは、本実施例における
第２及び第３の半導体チップ１３，１５に相当する。また、「試験を必要としない」とは
、「バーインのような初期不良を排除するための試験を必要としない」との意味であり、
最終評価試験等の通常半導体チップに対して実施される試験をも必要としないとの意味で
はない。
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【００４８】
上記のように、良品半導体パッケージ１０Ａ、第２の半導体チップ１３、及び第３の半導
体チップ１５が製造されると、続いて良品半導体パッケージ１０Ａ及び各半導体チップ１
３，１５を基板１４上に搭載する処理が実施される（ステップ３６）。
【００４９】
具体的には、まず図６（Ｃ）に示すように、基板１４にバーインにより良品と判断された
良品半導体パッケージ１０Ａを搭載する。本実施例では、良品半導体パッケージ１０Ａは
パッケージ下面に半田ボール端子を有したＣＳＰ構造であり、基板１４に対して半田ボー
ル端子により電気的に接続される。
【００５０】
良品半導体パッケージ１０Ａが基板１４に接合されると、続いて図６（Ｄ）に示されるよ
うに、第３の半導体チップ１５が良品半導体パッケージ１０Ａの上面に搭載され、続いて
その上部に第２の半導体チップ１３が搭載される。このように本実施例では、３個の半導
体チップ１１，１３，１５を積層した構造であるため、製造される半導体装置２０Ａの小
型化及び実装面積の小スペース化を図ることができる。
【００５１】
また、各半導体チップ１３，１５を良品半導体パッケージ１０Ａ上に搭載する際、各半導
体チップ１３，１５は、その回路形成面が上方を向くフェイスアップの状態で搭載される
。更に、第２の半導体チップ１３は、第３の半導体チップ１５に対して小さい形状とされ
ているため、積層された後も第３の半導体チップ１５の電極は露出した状態を維持する。
尚、良品半導体パッケージ１０Ａと第３の半導体チップ１５の接合、及び第３の半導体チ
ップ１５と第２の半導体チップ１３の接合には、ダイ付け用の接着剤を用いることができ
る。
【００５２】
基板１４に対する良品半導体パッケージ１０Ａ及び半導体チップ１３，１５の搭載が終了
すると、続いて図７（Ａ）に示すように、各半導体チップ１３，１５と基板１４との間で
ワイヤ１６がボンディングされる（ステップ３７）。その後、この基板１４に対して樹脂
封止が行なわれ、図７（Ｂ）に示すように、封止樹脂１７が形成される（ステップ３８）
。
【００５３】
このように、封止樹脂１７により良品半導体パッケージ１０Ａ（第１の半導体チップ１１
）及び各半導体チップ１３，１５は封止されるため、半導体装置２０Ａが置かれる雰囲気
や外力に対する各半導体チップ１１，１３，１５の強度を向上させることができ、製造さ
れる半導体装置２０Ａの信頼性を向上させることができる。
【００５４】
また、本実施例では良品半導体パッケージ１０Ａの樹脂パッケージ２７と、封止樹脂１７
とが同一の熱膨張率を有するよう構成されている。具体的には、樹脂パッケージ２７と封
止樹脂１７は同一樹脂により構成されている。尚、この理由については、説明の便宜上、
後述するものとする。
【００５５】
続いて、図７（Ｃ）に示すように、封止樹脂１７が配設された基板１４を個々の半導体装
置２０Ａにダイシングにより個片化し（ステップ３９）、これにより半導体装置２０Ａが
製造される（ステップ４０）。このように製造された２０Ａには、電気的特性試験等の最
終評価試験（ＦＴ試験）が実施され（ステップ４１）、不良品が存在していた場合にはこ
れを除去し、図７（Ｄ）に示す半導体装置２０Ａが完成する。
【００５６】
本実施例による半導体装置２０Ａの製造方法によれば、ステップ３１でバーンインを行な
い、ステップ３２で良品と判断された良品半導体パッケージ１０Ａ（第１の半導体チップ
を、バーンイン（試験）を必要としない第２及び第３の半導体チップ１３，１５と共に基
板１４上に搭載し半導体装置２０Ａを製造する。このため、良品半導体パッケージ１０Ａ



(7) JP 4157715 B2 2008.10.1

10

20

30

40

50

及び各半導体チップ１３，１５を基板１４に搭載し封止樹脂１７を形成し半導体装置２０
Ａを製造した後に、第１の半導体チップ１１に対してバーンインを行なう必要がなくなる
。
これにより、従来のようにバーンインを行なわない、換言すれば信頼性の補償されてない
半導体チップと、バーインが不要な半導体チップとを共に基板に搭載した後にバーンイン
を行なう方法に比べ、第２及び第３の半導体チップ１３，１５に対してバーンインが実施
されないため、このバーインが不要な各半導体チップ１３，１５が損傷することはなく、
よって半導体装置２０Ａの信頼性及び歩留りの向上を図ることができる。
【００５７】
また、本実施例ではバーンインにおいて良品と判断された第１の半導体チップ１１は、樹
脂パッケージ２７に封止された状態で基板１４に実装される。このため、ベアチップ状態
で実装する構成に比べ、実装時において第１の半導体チップ１１が損傷することを防止で
き、半導体装置２０Ａの製造歩留りを更に向上させることができる。
【００５８】
また上記したように、本実施例では良品半導体パッケージ１０Ａの樹脂パッケージ２７と
封止樹脂１７が同一の熱膨張率を有するよう、封止樹脂１７と樹脂パッケージ２７を同一
の材料としている。これにより、樹脂パッケージ２７に封止された第１の半導体チップ１
１（即ち、良品半導体パッケージ１０Ａ）を封止樹脂１７内に封止しても、封止樹脂１７
と樹脂パッケージ２７との間で熱膨張差に起因した応力が発生することを防止できる。
【００５９】
よって、樹脂パッケージ２７と封止樹脂１７との界面にクラック等の損傷が発生すること
を防止でき、製造される半導体装置２０Ａの信頼性を高めることができる。また、封止樹
脂１７と樹脂パッケージ２７とが同一の材質であることにより、両者１７，２７の密着性
が向上する。このため、封止樹脂１７と樹脂パッケージ２７との界面に間隙が発生したり
水分が侵入したりすることを防止でき、これによっても半導体装置２０Ａの信頼性を向上
させることができる。
【００６０】
次に、本発明の第２実施例である半導体装置及びその製造方法について説明する。図８は
、第２実施例に係る半導体装置２０Ｂ及びその製造方法を説明するための図である。
【００６１】
尚、本実施例に係る半導体装置２０Ｂの構成及び半導体装置２０Ｂを製造する製造工程は
、先に説明した第１実施例に係る半導体装置２０Ａの構成及び半導体装置２０Ａを製造す
る製造工程と共通する部分が多い。このため、以下の説明において第１実施例と同一製造
工程については説明を省略し、また図８以降において、第１実施例の説明に用いた図６及
び図７に示された構成と同一構成については同一符号を付して、その説明を省略するもの
とする。
【００６２】
前記した第１実施例に係る半導体装置２０Ａは、第１の半導体チップ１１を封止するパッ
ケージ構造としてＣＳＰタイプのものを用い、基板１４に対して半田ボール１８を介して
電気的に接合する構成としていた。これに対して本実施例に係る半導体装置２０Ｂは、第
１の半導体チップ１１を封止する良品半導体パッケージ２１として、ＳＯＰ(Single Inli
ne Package)タイプのものを用いたことを特徴とするものである。
【００６３】
ＳＯＰタイプの良品半導体パッケージ２１は、外部接続端子としてリード２２を用いてい
る。このリード２２は樹脂パッケージ２７の側部から延出しており、また基板１４に表面
実装するためガルウイング状に成形されている。
【００６４】
このＳＯＰタイプの良品半導体パッケージ２１は、第１実施例と同様にバーインが実施さ
れ、その結果良品であったもののみが基板１４に実装される。図８（Ａ）は、バーンイン
の結果、良品であると評価された第１の半導体チップ１１を基板１４に実装する構成を示
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している。基板１４とリード２２の接合は、予め基板１４のリード２２接合位置に半田ク
リームを塗布しておき、この半田クリームにリード２２を仮止めし、その後に基板１４を
リフロー炉に通すことにより、リード２２を基板１４に半田付けすることにより行なう。
【００６５】
基板１４に良品半導体パッケージ２１が接合されると、続いて図８（Ｂ）に示すようにバ
ーインが不要な第２及び第３の半導体チップ１３，１５を良品半導体パッケージ２１上に
搭載する。次に、図８（Ｃ）に示すように各半導体チップ１３，１５と基板１４をワイヤ
１６により接続する。
【００６６】
次に、図８（Ｄ）に示すように良品半導体パッケージ２１，半導体チップ１３，１５が搭
載された基板１４に対して封止樹脂１７が形成されると共に、基板１４に下面に外部接続
端子となる半田ボール１９が配設される。続いて図８（Ｅ）に示すように個々の半導体装
置２０Ｂ毎に個片化を行なうダイシングが実施され、これにより半導体装置２０Ｂが製造
される。
【００６７】
上記した本実施例に係る半導体装置２０Ａ及びその製造方法によれば、第１の半導体チッ
プ１１が内設された良品半導体パッケージ２１がリード２２を有し、このリード２２が基
板１４にはんだ付けされるため、良品半導体パッケージ２１と基板１４との間に熱膨張差
が存在しても、この熱膨張率差に起因して発生する応力は、リード２２が弾性変形するこ
とにより吸収される。これにより、半導体装置２０Ｂの信頼性を向上させることができる
。
【００６８】
次に、本発明の第３実施例である半導体装置及びその製造方法について説明する。図９乃
至図１１は、第３実施例に係る半導体装置２０Ｃ及びその製造方法を説明するための図で
ある。
【００６９】
本実施例に係る半導体装置２０Ｃは、基板１４の裏面１４Ａに第２及び第３の半導体チッ
プ１３，１５を配設し、基板１４の表面１４Ｂに良品半導体パッケージ１０Ａを搭載し、
更に基板１４としてリードフレーム２３を有したものを用いたことを特徴とするものであ
る。
【００７０】
リードフレーム２３を有した基板１４は、図１０及び図１１に拡大して示すように、その
裏面１４Ａにワイヤ１６がボンディングされるワイヤ接続用ランド２４が形成されており
、また表面１４Ｂには良品半導体パッケージ１０Ａが接合される半田ボール接続用ランド
２５を形成された構成とされている。また、リードフレーム２３は、ワイヤ接続用ランド
２４及び半田ボール接続用ランド２５と電気的に接続されると共に、側方に延出する部分
はガルウイング状に折り曲げられた構成とされている。
【００７１】
半導体装置２０Ｃを製造するには、先ず図９（Ａ）に示すように、リードフレーム２３が
折り曲げられていない状態の基板１４に対し、接着剤を用いて第３の半導体チップ１５及
び第２の半導体チップ１３を積層させて搭載する。続いて、図９（Ｂ）に示すように各半
導体チップ１３，１５と基板１４とをワイヤ１６で接続し、その後に図９（Ｃ）に示すよ
うに封止樹脂１７を形成する。
【００７２】
上記のように封止樹脂１７が形成されると、基板１４の上下面１４Ａ，１４Ｂを逆にする
と共に、リードフレーム２３の成形処理を行なう。続いて、図９（Ｄ）に示すように、良
品半導体パッケージ１０Ａを基板１４の裏面１４Ａにフリップチップ接合する。これによ
り、図９（Ｅ）に示す半導体装置２０Ｃが製造される。
【００７３】
本実施例に係る半導体装置２０Ｃは、基板１４の裏面１４Ａに良品半導体パッケージ１０
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Ａが搭載され、表面１４Ｂに第２及び第３の半導体チップ１３，１５が搭載される。この
ように、良品半導体パッケージ１０Ａ及び各半導体チップ１３，１５が基板１４を挟んで
上下に搭載されることにより、半導体装置２０Ｃの小型化及び実装スペースの小スペース
化を図ることができる。
【００７４】
次に、本発明の第４実施例である半導体装置及びその製造方法について説明する。図１２
は、第４実施例に係る半導体装置２０Ｄ及びその製造方法を説明するための図である。
【００７５】
本実施例に係る半導体装置２０Ｄは、上記した第３実施例に係る半導体装置２０Ｃと略同
一の構成である。しかしながら、第３実施例に係る半導体装置２０Ｃが良品半導体パッケ
ージ１０Ａを基板１４に半田ボール１８を介して電気的に接続したのに対し、本実施例で
はリード２２を有した良品半導体パッケージ２１を用い、これを基板１４に表面実装した
構成とした点で相違した構成とされている。また、第３実施例に係る半導体装置２０Ｃが
第３の半導体チップ１５を基板１４にワイヤ１６を用いて接続していたのに対し、本実施
例では第３の半導体チップ１５Ａに半田ボール２６を設け、基板１４にフリップチップ接
合した構成としている。
【００７６】
本実施例に係る半導体装置２０Ｄによっても、良品半導体パッケージ２１及び各半導体チ
ップ１３，１５が基板１４を挟んで上下に搭載されることにより、半導体装置２０Ｃの小
型化及び実装スペースの小スペース化を図ることができる。
【００７７】
【発明の効果】
　上述の如く本発明によれば、第１及び第２の半導体チップを基板に搭載した後に試験を
行う方法に比べ、試験実施により第２の半導体チップが損傷することがないため、半導体
装置の歩留りの向上を図ることができる。
【００７９】
また、試験において良品と判断された第１の半導体チップは、パッケージに封止された状
態で基板に実装されるため、ベアチップ状態で実装する構成に比べ、実装時において第１
の半導体チップが損傷することを防止でき、半導体装置の歩留りを更に向上させることが
できる。
【００８０】
更に、第１の半導体チップ及び第２の半導体チップは封止樹脂により封止されるため、半
導体装置が置かれる雰囲気や外力に対する各半導体チップの強度を向上させることができ
、製造される半導体装置の信頼性を向上させることができる。
【００８１】
　また、本発明によれば、パッケージと封止樹脂との間に熱膨張差に起因した応力が発生
することを防止できるため、パッケージと封止樹脂との界面にクラック等の損傷が発生す
ることを防止でき、よって製造される半導体装置の信頼性を高めることができる。
【００８２】
　また、本発明によれば、パッケージと封止樹脂との界面にクラック等の損傷が発生する
ことを防止できると共に、パッケージと封止樹脂とが同一の材質であることにより両者の
密着性が向上し、よってパッケージと封止樹脂との界面に間隙が発生したり水分が侵入し
たりすることを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の一例であるスタックタイプの半導体装置を示す図である。
【図２】従来の一例であるプレーンタイプの半導体装置を示す図である。
【図３】従来の一例である半導体装置の製造工程を示すブロック図である。
【図４】従来の一例である半導体装置の製造方法を製造手順に沿って示す図である。
【図５】本発明の第１実施例である半導体装置の製造工程を示すブロック図である。
【図６】本発明の第１実施例である半導体装置の製造方法を製造手順に沿って示す図であ
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【図７】本発明の第１実施例である半導体装置の製造方法を製造手順に沿って示す図であ
る（その２）。
【図８】本発明の第２実施例である半導体装置の製造方法を製造手順に沿って示す図であ
る。
【図９】本発明の第３実施例である半導体装置の製造方法を製造手順に沿って示す図であ
る。
【図１０】第３実施例で用いる基板を拡大して示す図である。
【図１１】第３実施例において、半導体パッケージと基板との接合部分を拡大して示す図
である。
【図１２】本発明の第４実施例である半導体装置の製造方法を製造手順に沿って示す図で
ある。
【符号の説明】
１０Ａ，２１　良品半導体パッケージ
１０Ｂ　不良半導体パッケージ
１１　第１の半導体チップ
１３　第２の半導体チップ
１４　基板
１５，１５Ａ　第３の半導体チップ
１６　ワイヤ
１７　封止樹脂
１８，１９，２６　半田ボール
２０Ａ～２０Ｄ　半導体装置
２２　リード
２３　リードフレーム
２４　ワイヤ接続用ランド
２５　半田ボール接続用ランド
２７　樹脂パッケージ
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